
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　非導電性基板にＩＣチップを実装する際に、非導電性基板側のボンディングパッドと、
ＩＣチップ側のボンディングパッドとを複数箇所で接続するために用いる金属製の角柱状
バンプであって、
　前記角柱状バンプは、その４つの側壁面の内、相隣接する２つの側壁面にのみ絶縁層が
設けられており、
　一の角柱状バンプに設けられた絶縁層と、前記一の角柱状バンプと隣接する他の角柱状
バンプの絶縁層が設けられていない側面とが相対峙するようになっている金属製の絶縁層
付角柱状バンプ。
【請求項２】
　絶縁層は酸化ケイ素又は窒化ケイ素よりなる請求項１記載の絶縁層付角柱状バンプ。
【請求項３】
　角柱状バンプは金よりなることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の絶縁層付角
柱状バンプ。
【請求項４】
　請求項１～請求項３のいずれか１項に記載の絶縁層付角柱状バンプを備える非導電性基
板又はＩＣチップを接続してなるチップオングラス製品。
【請求項５】
　非導電性基板はガラス基板である請求項４記載のチップオングラス製品。
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【請求項６】
　非導電性基板と前記ＩＣチップとの間の絶縁層付角柱状バンプが挟み込まれた空間を、
異方性導電材料で充填した請求項４又は請求項５に記載のチップオングラス製品。
【請求項７】
　ＩＣチップ表面に絶縁層付角柱状バンプを一体的に製造する方法であって、以下に示す
工程からなる絶縁層付角柱状バンプを備えたＩＣチップの製造方法。
（ａ）複数の第２ボンディングパッドを備えるＩＣチップの表面にフォトレジスト層を形
成する工程
（ｂ）当該フォトレジスト層を露光し現像することで、第２ボンディングパット上のフォ
トレジスト層をエッジング処理し、第２ボンディングパッドを露出させる第１ホール部を
形成する工程
（ｃ）ＩＣチップ表面の全体を絶縁層の構成材で被覆し、同時に当該第１ホール部に絶縁
層の構成材を充填する工程
（ｄ）異方性ドライエッチング法により、前記第２ボンディングパット上の絶縁層の構成
材の一部と前記ＩＣチップの表面に位置する絶縁層の構成材とを除去して、当該第１ホー
ル部の外周壁部に前記絶縁層付角柱状バンプの側壁を構成することとなる絶縁層を形成す
る部位のみを残し、前記絶縁層付角柱状バンプの中心部を形成するための第２ホールを形
成する工程
（ｅ）金属材で前記第２ホールを充填する工程
（ｆ）ＩＣチップ上に残留しているフォトレジスト層を除去する工程
【請求項８】
　前記異方性ドライエッチング工程は、反応性イオンエッチング（ＲＩＥ）法を用いる請
求項７に記載の絶縁層付角柱状バンプの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は絶縁層付角柱状バンプ及びその製造方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　ベアダイ（ｂａｒｅｄ　ｄｉｅ）のガラスパネルへの実装（チップオンガラス、ｃｈｉ
ｐ　ｏｎ　ｇｌａｓｓ，「ＣＯＧ」と称する。）は、集積回路（ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　
ｃｉｒｃｕｉｔ，「ＩＣｓ」と称する。）を電気的に接続し、軽量、小型、低コスト、低
消費電力等を達成する先端技術であり、様々なディスプレイ製品において採用されている
。例えば、ＣＯＧは、１～２個のＩＣチップを備える電話、コピー機等の４インチ以下の
小型ディスプレイパネルや、３～１２個のＩＣチップを必要とするビデオカメラ、ナビゲ
ーションシステム等の中型製品（４～１１インチ）のディスプレイパネルや、ノート型パ
ソコンなどの大型製品のディスプレイパネル（１１インチ以上）に広く採用されている。
【０００３】
　液晶ディスプレイ（ｌｉｑｕｉｄ　ｃｒｙｓｔａｌ　ｄｉｓｐｌａｙ，「ＬＣＤ」と称
する。）モジュールの品質と信頼性は、駆動ＩＣチップをガラスパネルに実装する精度に
よって決まる。そして、異方性導電フィルム（ａｎｉｓｏｔｒｏｐｉｃ　ｃｏｎｄｕｃｔ
ｉｖｅ　ｆｉｌｍ，「ＡＣＦ」と称する。）は、駆動ＩＣチップをガラスパネルに実装す
るのに最も広く用いられる材料である。ＡＣＦは、直径３～１５μｍの分散した微細な電
気的導電粒子と、厚さ１５～３５μｍの絶縁接着フィルムとからなる接着フィルムである
。これまで、導電粒子の分布の均一性は、ＡＣＦの電気的特性と信頼性に影響を及ぼすと
考えられ、カーボンファイバー、金属（ニッケル、はんだ）及び鍍金（ニッケル／金）プ
ラスチックボール等の様々な種類の導電粒子が提案されてきた。
【０００４】
　また、熱可塑性材料、熱硬化性材料、及び熱可塑性材料と熱硬化材料との混合材料等、
様々な種類の接着剤も提案されている。一般に、ＡＣＦは二種類に分けられる。その一つ
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は、非常に薄い絶縁層で被覆した直径５μｍ程度の導電粒子を含むものであり、ＩＣチッ
プ上のバンプとガラスパネル上のボンディングパッドとの間に当該導電粒子が挟み込まれ
、接合時の押圧により導電粒子が変形し、そのとき導電粒子の薄い絶縁層が断裂して、む
き出しになった導電粒子が、ＩＣチップ上のバンプとガラスパネル上のボンディングパッ
ドとの間に挟み込まれた状態になり、双方の電気導通を確保するブリッジ機能するのであ
る。
【０００５】
　ところが、上述したように、ＩＣチップ上のバンプとガラスパネル上のボンディングパ
ッドとの間に当該導電粒子が挟み込まれ、接合時の押圧により導電粒子が変形し、薄い絶
縁層がうまく断裂して、導電粒子が狙い通りにむき出しになるか否かが確実ではないため
、バンプとボンディングパッドとの電気的導通が設計道理に確保できると言う信頼性に欠
けるという欠点がある。
【０００６】
　そして、もう一つのタイプのＡＣＦは、二層型のタイプであり、直径３μｍ程度の導電
粒子を含んだ樹脂層と、導電粒子を含まない樹脂層とからなることにより、主に導電性を
確保するために用いる層と主に接着性を確保するために用いる層とを分離して備えた物で
ある。それぞれの層の目的とした機能を別個に発揮させることにより、前記バンプと前記
ボンディングパッドとを効率よく接合するのである。ところが、この２層構造を備えたＡ
ＣＦの場合の欠点は、ＩＣチップをバンプを介してガラスパネルと接合したときの、ＩＣ
チップとガラスパネルとの間に位置する導電粒子の量が多すぎると、ＩＣチップとガラス
パネルとの間に並立した複数のバンプ間で電流が流れやすくなり、バンプ間同士で電気的
ショートが生じてしまい、誤動作を起こす原因となるのである。
【０００７】
　ここで、図１Ａ～１Ｃを参照して従来の技術を説明することとする。図１Ａは、従来か
ら用いられてきたガラス基板１０の平面図である。図１Ｂは図１Ａで示されるデータＩＣ
チップ（ｄａｔｅ　ＩＣ　ｃｈｉｐ）搭載部１５の平面図である。図１Ｃは従来から用い
られたＩＣチップ２０の平面図である。ＬＣＤモジュールのガラス基板１０は、薄膜トラ
ンジスタ（ｔｈｉｎ　ｆｉｌｍ　ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ，「ＴＦＴ」と称する。）を並べ
て配置する第１領域１２と、複数個のデータＩＣチップ搭載部１５を備えた第２領域１４
と、スキャンＩＣチップ（ｓｃａｎ　ＩＣ　ｃｈｉｐ）搭載部１６を複数個備えた第３領
域１７との３つの領域からなる。
【０００８】
　上述したＬＣＤモジュールのガラス基板１０のデータＩＣチップ搭載部１５とスキャン
ＩＣチップ搭載部１６とには、複数のボンディングパッド（以上及び以下において、ガラ
ス基板側のボンディングパッドを「第１ボンディングパッド」と称する。）１８が設けら
れている。ＩＣチップ（本件明細書においては、「ＩＣチップ」と称する場合には、デー
タＩＣチップ又はスキャンＩＣチップのいずれかを指すものである。）２０は、そのガラ
ス基板２０との対向面に複数のボンディングパッド（以上及び以下において、ＩＣチップ
側のボンディングパッドを「第２ボンディングパッド」と称する。）２２を備えている。
そして、それぞれの第２ボンディングパッド２２と、第１ボンディングパッド１８のそれ
ぞれとが相対向する位置に配置されているものである。
【０００９】
　図２Ａ～図３Ｄは、公知技術によるＩＣチップ２０とガラス基板１０の実装方法を示す
断面図である。図２Ａは、図１Ｂで示される２－２線に沿った断面図である。ＡＣＦ２４
は、ガラス基板１０の表面に取り付けられ、第１ボンディングパッド１８を被覆している
。図２Ｂは、図１Ｃで示される２’－２’線に沿った断面図である。バンプ２６は、ＩＣ
チップ２０の第２ボンディングパッド２２上に配置されている。そして、図３Ｃで示した
ように、ＩＣチップ２０の各バンプ２６が、ガラス基板１０のガラス基板１０のデータＩ
Ｃチップ搭載部１５若しくはスキャンＩＣチップ搭載部１６の第１ボンディングパッド１
８に対応するように配置し、加圧圧縮し、第１ボンディングパッド１８とバンプ２６との
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間に導電粒子２５を挟み込んだ状態で、ＡＣＦ２４の粘着力により、ＩＣチップ２０をガ
ラス基板１０と平面的に接着するのである。そして、熱処理を施すことで、ＡＣＦ２４を
硬化させるのである。このようにして、バンプ２６と第１ボンディングパッド１８との間
に挟まれた導電粒子２５は、電気的接続のブリッジを構成するのである。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、図２Ｄで示されるように、製造過程において、導電粒子２５の分布を制
御することが困難であるため、並立した状態の相隣接したバンプ２６間に存在する導電粒
子２５が横方向の導通可能な状態を形成することがあり、バンプ２６間で電気的ショート
を引き起こす場合がある。
【００１１】
　特にバンプ２６の寸法を間違えた設計がなされていたり、バンプ２６と第１ボンディン
グパッド１８のアライメントが正確でない場合等に、相隣接して並立したバンプ２６の相
互間の距離が狭くなると、導電粒子２５が横方向に配列し、バンプ２６の側壁同士を通じ
てのショートが生じる可能性が高くなる。これにより、ＬＣＤモジュールの機能性と信頼
性が著しく低下してしまう結果となる。そのため、これらの問題を解決する手法が望まれ
てきた。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　そこで、本件発明者等は、絶縁層を備えたバンプを用いることにより、問題解決を図る
こととし、当該バンプを製造するのに適した方法を提供するものとして、以下の発明を行
ったのである。
【００１３】
　本願発明は、非導電性基板にＩＣチップを実装する際に、非導電性基板側のボンディン
グパッドと、ＩＣチップ側のボンディングパッドとを複数箇所で接続するために用いる金
属製の角柱状バンプであって、前記角柱状バンプは、その４つの側壁面の内、相隣接する
２つの側壁面にのみ絶縁層が設けられており、一の角柱状バンプに設けられた絶縁層と、
前記一の角柱状バンプと隣接する他のバンプの絶縁層が設けられていない側面とが対向す
るようになっており、角柱状バンプの絶縁層が設けられた側壁面が同一の方向を指向して
いる金属製の絶縁層付角柱状バンプである。
【００１４】
　この絶縁層は酸化ケイ素又は窒化ケイ素よりなるものが好ましい。また、角柱状バンプ
は金よりなることがこのましい。
【００１５】
　また、本発明は、上記に記載の絶縁層付角柱状バンプを備える非導電性基板又はＩＣチ
ップとを接続してなるチップオングラス製品である。このとき、非導電性基板はガラス基
板であることが好ましい。そして、非導電性基板と前記ＩＣチップとの間の絶縁層付角柱
状バンプが挟み込まれた空間を、異方性導電材料で充填したものが好ましい。
【００１６】
　そして本発明は、ＩＣチップ表面に絶縁層付角柱状バンプを一体的に製造する方法であ
って、以下に示す工程からなることを特徴とする絶縁層付角柱状バンプを備えたＩＣチッ
プの製造方法である。
【００１７】
（ａ）複数の第２ボンディングパッドを備えるＩＣチップの表面にフォトレジスト層を形
成する工程
（ｂ）当該フォトレジスト層を露光し現像することで、第２ボンディングパッド上のフォ
トレジスト層をエッチング処理し、第２ボンディングパッドを露出させる第１ホール部を
形成する工程
（ｃ）ＩＣチップ表面の全体を絶縁層の構成材で被覆し、同時に当該第１ホール部に絶縁
層の構成材を充填する工程
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（ｄ）異方性ドライエッチング法により、前記第２ボンディングパッド上の絶縁層の構成
材の一部と前記ＩＣチップの表面に位置する絶縁層の構成材とを除去して、当該第１ホー
ル部の外周壁部に前記絶縁層付角柱状バンプの側壁を構成することとなる絶縁層を形成す
る部位のみを残し、前記絶縁層付角柱状バンプの中心部を形成するための第２ホールを形
成する工程
（ｅ）金属材で前記第２ホールを充填する工程
（ｆ）ＩＣチップ上に残留しているフォトレジスト層を除去する工程
【００１８】
　この異方性ドライエッチング工程は、反応性イオンエッチング（ＲＩＥ）法を用いるこ
とがこのましい。
【００１９】
　以上に述べた絶縁層付バンプは、ＡＣＦを用いた際のバンプ相互間のショート不良を確
実の防止することが可能であり、これによりＬＣＤモジュールの機能性と信頼性を大幅に
向上させることができる。
【００２０】
【発明の実施の形態】
　上述した本発明の目的、特徴、及び長所をより一層明瞭にするため、以下に本発明の好
ましい実施の形態を挙げ、図を参照しつつ、さらに詳細に説明する。
【００２１】

：図４のＡとＢとを参照しつつ説明する。図３Ａは、複数の絶縁層付角柱状バン
プ４２を備えたＩＣチップ２０の平面図である。ここで、非導電性基板３０にはガラス基
板を用いた。そして、図４Ｂは、非導電性基板３０とＩＣチップ２０を実装した状態で、
図４Ａに示した絶縁層付角柱状バンプ４２の３－３線に沿った断面図である。本発明の第
１の好ましい具体例では、絶縁層付角柱状バンプ４２は、非導電性基板３０の第１ボンデ
ィングパッド１８とＩＣチップ２０の第２ボンディングパッド２２とを接合するよう配置
している。
【００２２】
　このときの絶縁層付角柱状バンプ４２はＩＣチップ２０の第２ボンディングパッド２２
の上に製造したものであり、絶縁層付角柱状バンプ４２の側壁面は、並立して隣接する絶
縁層付角柱状バンプ４２との電気的絶縁を確保するため、絶縁層付角柱状バンプ４２の側
壁面の全体が絶縁層４４で被覆された状態のものを用いている。
【００２３】
　そして、非導電性基板３０とＩＣチップ２０とを重ねて接合すると、ＩＣチップ２０の
第２ボンディングパッド２２の上に設けた絶縁層付角柱状バンプ４２が、第１ボンディン
グパッド１８に導電粒子２５を介して接合するようにした。ＩＣチップ２０と非導電性基
板３０との張り合わせは、非導電性基板３０の表面に設けたＡＣＦ３８の粘着力により行
った。このようにして、図４Ｂに示した構造のチップオングラス製品とすることで、絶縁
層付角柱状バンプ４２の絶縁層４４が、各絶縁層付角柱状バンプ４２の側壁に位置するこ
とで、相隣接した絶縁層付角柱状バンプ４２間に横方向に導通状態を作り出した導電粒子
２５が存在していても、相隣接した絶縁層付角柱状バンプ４２間の電気的ショートを防ぎ
、ＴＦＴの誤動作を有効に防止することが可能となり、ＬＣＤモジュールの機能性と信頼
性を大幅に向上させることができる。
【００２４】
　ここで用いた絶縁層付角柱状バンプ４２は、次に述べる方法で、ＩＣチップ２０の第２
ボンディングパッド２２の上に製造した。図５Ａ～図６Ｆを参照して説明する。図面上、
絶縁層付角柱状バンプ４２を形成する第２ボンディングパッド２２の一つを拡大断面とし
て模式的に示すものとした。図４で示した絶縁層付角柱状バンプ４２の製造フローを断面
図として示しているのである。まず、図５Ａで示したように、ＩＣチップ２０は、その表
面に第２ボンディングパッド２２と保護層４０とを備えている。本実施形態では、第２ボ
ンディングパッド２２の材質はアルミニウムであり、ＩＣチップ２０上に形成した集積回
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路を保護する保護層４０は窒化物で形成されている。
【００２５】
　そして、絶縁層付角柱状バンプ４２を形成するため、図４Ａで示したように、ＩＣチッ
プ２０の表面にフォトレジスト層４５を形成した。その後、露光工程、現像工程、エッチ
ング工程が順次施されて、フォトレジスト層４５の所定領域を除去して、絶縁層付角柱状
バンプ４２の形状に応じたホール部４３を形成し、第２ボンディングパッド２２の表面を
露出させた。
【００２６】
　次に、図５Ｃで示したように、蒸着法を用いて、ホール部４３を、絶縁層付角柱状バン
プ４２の内部を構成する金属材で金属層４６を、ホール部４３の形状通りに製造した。
【００２７】
　以上の作業が終了すると、ＩＣチップ２０上の表面に硬化して残留しているフォトレジ
スト層４５を除去して、図４Ｄに示すような状態とした。その後、酸化ケイ素又は窒化ケ
イ素を蒸着して絶縁層４４を、図６Ｅとして示したように形成することで、絶縁層付角柱
状バンプ４２の突出面と側壁面とを絶縁被覆した。
【００２８】
　最後に図６Ｆで示したように、反応性イオンエッチング（ＲＩＥ）法を用いて、異方性
ドライエッチングを行うことで、絶縁層付角柱状バンプ４２の突出面とＩＣチップ２０の
保護層４０との表面に位置する絶縁層４４を除去した。このようにすることで、絶縁層付
角柱状バンプ４２の側壁面の全体にのみ絶縁層４４が残るようにした。
【００２９】

：基本的には参考例１と同様であって、本参考例は、ＩＣチップ２０上に絶縁層
付角柱状バンプ４２の製造方法のみが異なるのみである。従って、以下、異なる部分とし
て、絶縁層付角柱状バンプ４２の形成方法のみを説明する。
【００３０】
　また、図７Ａ～図８Ｆは、図４で示した絶縁層付角柱状バンプ４２のもう一つの製造方
法を示す断面図である。本発明の金属突起４２の製造方法によると、図７Ａで示したよう
に、先ず、フォトレジスト層４５を、ＩＣチップ２０上に形成した。その後、図７Ｂで示
したように、露光工程、現像工程、レジストエッチング工程を経て、フォトレジスト層４
５の所定領域を除去して、絶縁層付角柱状バンプ４２の形状パターンを形成し、第１ホー
ル部４８を形成する。この第１ホール部４８は、その底部に第２ボンディングパッド２２
が露出した形で位置し、第２ボンディングパッド２２を取り囲む保護層４０の壁部が形成
されることになる。
【００３１】
　次に、図７Ｃで示したように、絶縁層付角柱状バンプ４２の絶縁層４４を構成する素材
を、ＩＣチップ２０に蒸着し、前記第１ホール部４８を充填埋設する。そして、図８Ｄで
示したように、絶縁層エッチングを行い、フォトレジスト層４５、第２ボンディングパッ
ド２２及び保護層４０の表面上に位置する絶縁層４４を除去し、第１ホール部４８の側壁
に接する絶縁層４４のみを残して、第２ホール部５０を形成する。
【００３２】
　続いて、図８Ｅで示したように、金属層４６を構成する素材をＩＣチップ２０に蒸着し
、前記第２ホール部５０を充填埋設し、その後フォトレジスト層４５上に残留する金属層
４６を除去し、第２ホール部５０内に位置する金属層４６の表面を平坦に均一化する。
【００３３】
　最後に図８Ｆで示したように、硬化したフォトレジスト層４５を除去すると、側壁に絶
縁層４４を備える絶縁層付角柱状バンプ４２がＩＣチップ２０の第２ボンディングパッド
２２上に完成したのである。
【００３４】

：本実施形態では、絶縁層４４を、当該絶縁層付角柱状バンプの４面の側壁
面の内、相隣接する２つの側壁面にのみ絶縁層４４を形成した絶縁層付角柱状バンプを用
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いて、チップオングラス製品のＩＣチップ２０と非導電性基板３０とを電気的に接続した
絶縁層付角柱状バンプ同士の絶縁方法について説明する。
【００３５】
　ここでは図９Ａと図９Ｂを参照するものとする。図９Ａは、絶縁層付角柱状バンプ４２
１，４２２を形成したＩＣチップ２０を示した平面図である。そして、図９Ｂは、非導電
性基板３０にＩＣチップ２０を実装して、絶縁層付角柱状バンプ４２１，４２２の部分を
６－６線に沿って切断した場合の断面図である。
【００３６】
　本実施形態においては、説明の都合上、ＩＣチップ２０の、第２ボンディングパッド２
２の上に形成した絶縁層付角柱状バンプは、複数が並立した状態で存在している。そして
、この絶縁層付角柱状バンプの内、説明の都合上、図９に示したように、第１絶縁層付角
柱状バンプ４２１と、第２絶縁層付角柱状バンプ４２２と称し、相隣接し並立した状態に
ある特定位置の絶縁層付角柱状バンプを示すものとする。このとき、第１絶縁層付角柱状
バンプ４２１と第２絶縁層付角柱状バンプ４２２とを、図９Ａに示すように配置する。
【００３７】
　その結果、第１絶縁層付角柱状バンプ４２１の絶縁層４４を備えた面５２１は、第２絶
縁層付角柱状バンプ４２２の絶縁層４４を備えていない面５２２と相対峙することになる
。このように配置すれば、第１絶縁層付角柱状バンプ４２１と第２絶縁層付角柱状バンプ
４２２との側壁面における電気的ショートは防止できるものとなる。即ち、絶縁層付角柱
状バンプの４面の側壁面の全てに絶縁層４４を形成することなく、バンプ相互間の電気的
ショートを有効に防止することが可能となるのである。これによりＬＣＤモジュールの機
能性と信頼性を向上させることができるのである。
【００３８】
【発明の効果】
　本件発明に係る絶縁層付角柱状バンプを用いることで、チップオングラス製品のバンプ
相互間のショート不良を解消し、信号伝達時の誤動作を解消することが出来、ＬＣＤモジ
ュールを用いる電気、電子製品の品質安定性を高水準化することが可能となる。また、本
件発明に係る製造方法を用いることで、効率よく絶縁層付角柱状バンプの製造を行うこと
が可能であり、大量の製品の市場供給を可能とするものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】　従来のチップオングラスの平面図。
【図２】　図１にて示した断面線における断面観察模式図。
【図３】　従来のチップオングラスの断面図。
【図４】　本件発明に係る絶縁層付角柱状バンプを形成したＩＣチップの平面図及びチッ
プオングラスの断面図。
【図５】　本件発明に係る絶縁層付角柱状バンプをＩＣチップ表面に形成するフローを表
した断面概念図。
【図６】　本件発明に係る絶縁層付角柱状バンプをＩＣチップ表面に形成するフローを表
した断面概念図。
【図７】　本件発明に係る絶縁層付角柱状バンプをＩＣチップ表面に形成するフローを表
した断面概念図。
【図８】　本件発明に係る絶縁層付角柱状バンプをＩＣチップ表面に形成するフローを表
した断面概念図。
【図９】　本件発明に係る絶縁層付角柱状バンプを形成したＩＣチップの平面図及びチッ
プオングラスの断面図。
【符号の説明】
　　１０　　ガラス基板
　　１２　　第１領域
　　１４　　第２領域
　　１５　　データＩＣ搭載部
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　　１６　　スキャンＩＣ搭載部
　　１７　　第３領域
　　１８　　第１ボンディングパッド
　　２０　　ＩＣチップ
　　２２　　第２ボンディングパッド
　　２４　　ＡＣＦ
　　２５　　導電粒子
　　２６　　バンプ
　　３０　　非導電性基板
　　４０　　保護層
　　４２　　絶縁層付角柱状バンプ
　　４４　　絶縁層
　　４６　　金属層
　　４８　　第１ホール部
　　５０　　第２ホール部
　　４２１　第１絶縁層付角柱状バンプ
　　４２２　第２絶縁層付角柱状バンプ
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

(9) JP 3671192 B2 2005.7.13



【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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